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【背景】半導体用 Si基板ではデバイス特性を変動させる不純物を低減・管理することが常に求め

られている．近年，パワーデバイスでは不純物として炭素が注目されている．炭素はスイッチン

グ特性改善のために行う高エネルギー粒子照射により電気的に活性な準位を形成し，デバイス特

性を変化させる． 

以前我々はウェット処理により炭素を電気的に活性化し DLTS法により水素-炭素関連準位を測

定することで微量炭素定量を行う方法を実現した 1,2)．今回ウェット処理に硝酸/フッ酸エッチング

を用いて，組成比を変化させたところ CH 欠陥に変化が生じることが判明し，そのメカニズムに

ついて考察した．また，CH 欠陥深さ分布から室温での Si基板中の水素の拡散係数を見積った． 

【実験】炭素濃度が異なる n 型 Si ウェーハを用意し，

硝酸/フッ酸組成比を変化させたエッチングにより炭素

を活性化後，Au ショットキー電極を作製し，DLTS に

より CH 欠陥準位を測定した．深さ方向の CH欠陥準位

密度は，印加バイアスを変えて表面から 50 mまでの深

さを測定した． 

【結果】Fig.1 に硝酸/フッ酸組成比を変化させたエッチ

ング後の CH欠陥準位密度の組成比依存性を示す．組成

比を変化させると，0.92~1.0でピークが確認された．硝

酸/フッ酸のエッチング時は，硝酸/フッ酸によるシリコ

ン中への水素の導入・拡散とエッチング反応による表面

の後退が同時に進行する．その結果，実効的な水素の導

入量にピークが発生すると考えられる． 

Fig.2 に CH 欠陥準位密度の深さ分布を示す．炭素は

深さ方向にほぼ一様に分布している．水素はエッチング

により表面から導入・拡散するため深さ分布を持ち，

CH欠陥は水素分布に対応した欠陥分布を持つと考えら

れる．表層からバルク中へ CH 欠陥準位密度が減少して

おり，深さ約 50μmまで欠陥の形成が確認できた． 

また，CH 欠陥分布は水素の導入、拡散を仮定した水

素の深さ分布とよく合致し、室温の水素の拡散係数は約

3.50E-11 cm
2
/sec と見積もられた．この値は報告されて

いる値 3)とほぼ同じ値であった． 
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Fig.2. Depth profile of C-H defect 
density in silicon  

Fig.1. Relationship between ratio of 
concentration (HNO3/ HNO3 

+ HF) and C-H defect density 
in silicon   

Gaussian function 
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